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RESUMEN (Max. 150 palabras) 
rillA PORTADORA DE ELECTRODOS, ESPECIALMENTE PARA IMPLANTES COCLEARES, ^PLANTE 
SoCLEAR WOVisTO DE DICHA GUlA, Y PROCEDIMIENTO DE FABRICAClbN DE GUIAS PORTADORAS DE 

La guSTs^rgada y substancialmente plana, y presenta una pluralidad de 

cor?espondientes contactos (3) a traves de pistas (4); comprende por lo menos dos celulas bas.cas (CB1, 
SbT CBil) superpuestas'cada una con una capa base (11) aislante sobre la que esta d.spuesta una 
caoa (i'2) conductora que forma los electrodes (2), las pistas (4) y los contactos (3). 
P?nroledkniento comprende superponer suceslvas capas aislantes y conductoras y defimr por 
^^^aSs^m^as^cu^as para former electrodes, contactos, pistas y ventanas de acceso a 

^SS^ISSSS^ de manera automatizada una gula con un numero elevado de electrodes y con 
d?mens"ones adecuadas para su implantacidn atraumatica exteriormente a la rampa t.mpan.ca. 
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J7) RESUMEN 

GU(A PORTADORA DE ELECTRODOS, ESPECIALMENTE PARA IMPLANTES COCLEARES, IMPLANTE COCLEAR 
PROVISTO DE DICHA GUfA, Y PROCEDIMIENTO DE FABRICACI6N DE GUlAS PORTADORAS DE ELECTRODOS 
La guia es alargada y substancialmente plana, y presenta una pluralidad de electrodos (2), conectados a 
correspondientes contactos (3) a travSs de pistas (4); comprende por lo menos dos celulas basicas (CB1, CB2, . : • • • : 
CB11) superpuestas, cada una con una capa base (11) aislante sobre la que est£ dispuesta una capa (12) conductor?? • • 
que forma los electrodos (2), las pistas (4) y los contactos (3). • . . • . 

El procedimiento comprende superponer sucesivas capas aislantes y conductoras y definlr por fotolitograffa las 
geometrias adecuadas para formar electrodos, contactos, pistas y ventanas de acceso a los electrodos y contactos. 
La invencidn permlte fabricar de manera automatizada una gufa con un numero elevado de electrodos y con 
dimensiones adecuadas para su implantation atraumatica exteriormente a la rampa timpanica. 
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Guia portadora de electrodos, especialmente para implantes cocleares, 

implante coclear provisto de dicha guia, y 
procedimiento de fabricacion de guias portadoras de electrodos 

5 

La presente invencidn se refiere a una guia portadora de electrodos, 
especialmente para implantes cocleares, alargada y substancialmente plana, 
que presenta una pluralidad de electrodos, cada uno conectado a un 
correspondiente contacto a traves de una pista conductora. 
10 La invenci6n tambien se refiere a un implante coclear, y a un 

procedimiento de fabricacion de guias portadoras de electrodos. 



Antecedentes de la invencion 



15 Son conocidos en el estado de la tecnica distintos tipos de implantes 

cocleares. Estos implantes estan destinados a mejorar la funci6n auditiva de 
pacientes cuya coclea no es capaz de transformar las senales acusticas en 

impulsos nerviosos. 

Un implante coclear es basicamente un transductor que transforma 
20 senales acusticas en senales electricas, que se aplican mediante electrodos al 

tejido neural auditive 

Tradicionalmente, en los implantes cocleares se ha utilizado una 
guia portadora de electrodos, de seccion redondeada, con una serie de 
electrodos dispuestos linealmente a lo largo de la misma, que es implantada en 
25 la rampa timpanica para que los electrodos queden en la proximidad del 

modiolo de la coclea. 

Los implantes cocleares nan aportado importantes beneficios a los 
pacientes tratados; sin embargo, las guias portadoras de electrodos 
convencionales que se han descrito presentan una serie de limitaciones. 
30 En primer lugar, su insercion intracoclear favorece la aparicion de 

lesiones cocleares que comprometen su anatomia y su funcion; ante el hecho 
de emplear estos sistemas, por ejemplo, en ninos de edades entorno a los 2 



anos y que tienen expectativas de vida que alcanzan los 1 00 anos, se hace 
necesario el uso de sistemas atraumaticos, que no limiten en el futuro el 
empleo de otras alternativas terapeuticas y que permitan conservar la audici6n 
residual. Esto posibilitaria ampliar la indicaci6n de implantes a hipoacusias 
5 neurosensoriales de menor grado o intensidad que en la actualidad. 

Otra limitacion de las gufas portadoras de electrodos conocidas es 
que unicamente permiten alojar un maximo de 22 electrodos actlvos, lo cual 
limita la posibilidad de reproducir una estimulacion mas concreta, puntual y 
versatil del tejido neural auditivo. 

10 Ademas, las gufas convencionales son de fabricacion manual, a 

cargo de personal altamente cualificado y experimentado; por razones obvias, 
este sistema de producci6n es lento y costoso, y no se puede descartar el 
riesgo de que exista un numero relativamente elevado de fallos en las .gufas 
obtenidas. 

15 Recientemente se ha propuesto, por ejemplo en la sollcitud de 

patente WO 02/080817, un implante coclear con una gufa de electrodos plana, 
destinada a ser implantada externamente a la rampa timpanica, mas 
precisamente entre el ligamento espiral y el endostio coclear. 

Un implante como el sugerido en este documento tendrfa la ventaja, 

20 respecto a los tradicionales implantes intraluminares, de poder ser insertado 
preservando la morfologla y la funcidn del tejido neural auditivo; sin embargo, 
aunque el documento indica unas dimensiones maximas para la gufa de 
electrodos, no sugiere que pueda tener una estructura distinta de la que tienen 
las gufas convencionales, o que se pueda fabricar de manera automatizada. 

25 

Descripcion de la invencion 

El principal objetivo de la presente invencion es proporcionar una 
gufa portadora de electrodos que se pueda producir de manera mas eficiente y 

* 

30 que permita alojar un nCimero elevado de electrodos. 

De acuerdo con este objetivo, la invencion presenta una gufa 
portadora de electrodos para implantes cocleares que se caracteriza por el 
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hecho de que comprende por lo menos dos celulas basicas superpuestas, 
comprendiendo cada celula una capa base de material electricamente aislante 
sobre la que esta dispuesta una capa de material electricamente conductor que 
forma los electrodos, las pistas conductoras y los contactos. 

5 Estas caracterfsticas hacen que las pistas conductoras que conectan 

los electrodos a sus contactos queden bien aisladas unas de otras y permiten 
colocar un mayor numero de pistas, y en consecuencia de electrodos, en una 
longitud de guia determinada; ademas, la guia se puede producir de manera 
automatizada, con tecnicas con un alto grado de miniaturizacion que permiten 

10 elevar el numero de electrodos y reducir la influencia de un electrodo sobre la 

serial de sus adyacentes. 

El aumento del numero de electrodos es un factor importante, puesto 
que permite implementar nuevas estrategias de codificacion, adaptar la 
estimulacion al estado de la poblacion neural de la coclea, proporcionar una 
15 estimulacibn mas concreta y puntual, reducir los periodos refractarios; en 
definitiva, proporciona un sistema implantable mas versatil. 

Ademas, una guia portadora de estas caracterfsticas puede dotarse 
de dimensiones adecuadas para ser implantada entre el ligamento espiral y el 
endostio coclear, mediante cirugia atraumatica, y por tanto puede utilizarse 
20 tambien en pacientes con hipoacusias neurosensoriales de menor grado; esto 
aumenta el campo de aplicacion de los implantes cocleares y permite ademas 
emplearlos en sistemas hibridos de estimulacion bimodal, por ejemplo 
formados por un audffono y un implante coclear o bien un implante de oldo 
medio y un implante coclear. Por el mismo motivo, se puede implantar en 
25 pacientes de corta edad preservando la posibilidad de emplear el el futuro 
implantes mas potentes o sofisticados. Por otra parte, a estas nuevas 
altemativas que ofrece este diseno de guia de electrodos aplanada, se puede 
anadir su utilization en casos convencionales de hipbacusia profunda con 
escasos restos auditivos, colocandola a nivel intraluminar en la escala 

30 timpanica de la c6clea. 

En realizaciones ventajosas de la invention, cada celula basica tiene 
una longitud menor que la de la celula basica subyacente; y, preferiblemente, 
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cada celula basica cubre la celula subyacente salvo la zona de los electrodos, 
en un extremo, y la zona de los contactos, en el extremo opuesto. 

De este modo, los electrodos y contactos de cada celula quedan 
expuestos sin necesidad de otras operaciones. 
5 En algunas realizaciones, cada celula basica comprende una capa 

de aislamiento dispuesta sobre la capa de material electricamente conductor, 
presentando esta capa de aislamiento una aberturas de acceso en 
correspondencia con cada electrodo y cada contacto; la capa de aislamiento 
evita cualquier posible interferencia entre electrodos, pistas y contactos no 
10 correspondientes. 

Preferiblemente la capa de aislamiento de cada celula constituye la 
capa base de la celula superpuesta, de manera que una unica capa cumple 
ambas funciones y se reduce el espesor del conjunto. 

■ 

En una realizacion, al menos algunas de las celulas basicas. 
1 5 presentan tres electrodos, esencialmente alineados en la direccion longitudinals 
de la celula. 

En algunas realizaciones previstas, las celulas basicas tienen una. 
anchura de entre 0,3 y 2,5 mm; la capa base de cada celula basica tiene un 
espesor de entre 2 |j,m y 5 |j.m, y la capa de material electricamente conductor 

20 tiene un espesor de entre 0,1 y 0,5 jim; y la distancia entre los electrodos de 
una celula basica es de entre 0,25 y 10 jam. 

Segun una realizacion particularmente adecuada desde el punto de 
vista biomedico, las celulas basicas tienen una anchura menor al menos en la 
parte de su longitud en la que estan dispuestos los electrodos. Se puede 

25 describir la forma de esta celula como de "lanceta". 

De acuerdo con algunas realizaciones, el material de la capa de 
base se selecciona de entre PTFE, PET, poliimida, silicona, y polfmeros 
basados en paraxileno; y la capa de material electricamente conductor es de un 
material seleccionado de entre oro, platino o una aleacion de platino-iridio. 

30 Preferiblemente, cada c6lula comprende una pelfcula de un material 

para favorecer la adhesion, dispuesta entre la capa base y la capa de material 
electricamente conductor. De este modo se evita el riesgo de desprendimiento 



de los electrodos, contactos y pistas respecto a la capa base. 

De acuerdo con un segundo aspecto, la presente invencibn se 
re f, ere a un jmplante coclear que se caracteriza por el hecho de que 
comprende una gula portadora de electrodos como la que se ha mencionado. 

5 De acuerdo con un tercer aspecto, la presente invencion se refiere a 

un procedimiento para la fabricacidn de guias portadoras de electrodos, 
caracterizado por el hecho de que comprende una primera etapa de formacion 
de una celula basica de al menos una gula, con las subetapas siguientes: 

(a) preparar una oblea sacrificial; 

10 (b) depositar sobre dicha oblea una capa base de material 

electricamente aislante; 

(c) depositar sobre dicha capa electricamente aislante una capa de 
resina fotosensible y definir por fotolitografla una geometrla de electrodos, 
pistas y contactos; 

1 5 (d) depositar una capa de material electricamente conductor sobre la 

capa de resina, y a continuation eliminar la resina y el material electricamente 
conductor depositados fuera de las zonas de la geometrla definida por 
litofotografla; 

(e) depositar una segunda capa de material electricamente aislante, 
20 cubriendo totalmente la capa de material electricamente conductor; y 

(f) formar en dicha segunda capa de material electricamente aislante 
unos accesos a los electrodos y a los contactos subyacentes, definiendo 
ventanas de acceso con tecnicas fotolitograficas y realizando un ataque 
qulmico; 

25 y por el hecho de que las subetapas (c) a (f) se repiten tantas veces 

como celulas basicas se desean apilar en cada gula, y finalmente se elimina 

dicha oblea sacrificial. 

Este procedimiento de fabricacibn permite la production de gulas de 
modo automatizado y en paralelo, y por consiguiente con costos reducidos; la 
30 posibilidad de un alto grado de miniaturization permite elevar el numero de 
electrodos, con las ventajas resenadas anteriormente. 

Preferiblemente, sobre la oblea se forman al menos dos guias 



portadoras de electrodos, y el procedimiento comprende ademas una etapa de 
separacion de las gufas una de otra por corte de la oblea. 

De este modo se pueden fabricar simultaneamente varias gufas con 
la misma estructura, sobre una misma oblea. 
5 En una realization, sobre la oblea se forman al menos dos gufas 

portadoras de electrodos, y en la subetapa (f) se disenan ademas ventanas de 
acceso destinadas a eliminar el material electricamente aislante existente entre 
cada dos gufas adyacentes, para definir la forma de las gufas y para que estas 
queden separadas unas de otras sobre la oblea. 
10 Con este sistema se pueden fabricar gufas de cualquier forma, por 

ejemplo con forma de lanceta, y ademas se hace innecesaria la separacion por 
corte de la oblea. 

Ventajosamente, al menos algunas de las subetapas (b), (c), (£).y (f) 
comprenden procesos de curado del material. 

15 De acuerdo con realizaciones convenientes, la subetapa (d) 

comprende depositar entre la capa de resina y la capa de material 
electricamente conductor una pelfcula de un material que favorece la adhesion. 

Breve descripcion de los dibujos & 

20 / 

Para mayor comprensi6n de cuanto se ha expuesto se acompafian 
unos dibujos en los cuales, esquematicamente y solo a tftulo de ejemplo no 
limitativo, se representa un caso practico de realizacion. 

En los dibujos: 

25 la fiQura 1 es una vista en planta que muestra una celula basica para 

una gufa portadora de electrodos de acuerdo con una realizacion de la 
presente invenci6n; 

la figura 2 es una vista en alzado lateral de la celula de la figura 1 ; 
las figuras 3 y 4 son vistas en alzado y en planta, respectivamente, 
30 de una gufa portadora de electrodos formada por superposicion de una serie de 
celulas basicas; 

la figura 5 es una vista en perspectiva de una realizaci6n altemativa 
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de una celula basica; y 

las figuras 6 a 1 1 son vistas en alzado que ilustran un procedimiento 
de fabricaci6n de una guia portadora de electrodos, de acuerdo con una 
realization de la invention. 

5 

Description de realizaciones preferidas 

Una guia portadora de electrodos de acuerdo con la presente 
invenci6n esta formada por la superposition de una serie de celulas basicas, 
10 cada una de las cuales presenta al menos un electrode 

En las figuras 1 y 2 se representa esquematicamente una forma de 
realizaci6n de una celula basica CB; es importante destacar que en las figuras 
que se acompanan no se han respetado en general las proporciones reales de 
las celulas y de la guia de electrodos, a fin de ofrecer una representation mas 
1 5 clara; en particular, los espesores se han exagerado en gran medida frente a 
las otras dimensiones, para mostrar la estructura de los distintos componentes. 

Una celula basica CB, en la realization representada, tiene un 
cuerpo 1 de material electricamente aislante, con una estructura general 
alargada y plana, y presenta en un extremo tres electrodos 2. Cada electrodo 2 
20 esta conectado a un contacto 3, situado en el otro extremo de la celula, a 

traves de una pista conductora 4. 

Los electrodos 2 y los contactos 4, ambos de material conductor, 
quedan expuestos respecto al cuerpo 1 de la celula; es decir, no quedan 
cubiertos por el material aislante de este. 
25 Mas adelante se describiran con detalle las caracteristicas fisicas y 

geometricas de las celulas basicas, y su proceso de fabrication. 

Como muestran las figuras 3 y 4, una guia G portadora de 
electrodos de acuerdo con una realization de la presente invention esta 
formada por la superposition de celulas basicas CB1, CB2, CB3,.... CB11 
30 similares a la que se ha descrito, cada una dotada de sus electrodos 2 y 
contactos 3. La celula superior CB11, por su menor longitud, unicamente 
presenta dos electrodos. 



Las celulas basicas que forman la guia G tienen en general la misma 
anchura y espesor, pero tienen longitudes distintas, y se superponen en forma 
de piramide de manera que todos los electrodos 2 y contactos 3 de las celulas 
basicas queden expuestos, mientras que las pistas conductoras 4 entre cada 
5 electrodo y su contacto respectivo quedan encapsuladas en el material de las 
celulas, aisladas unas de otras. 

Las celulas basicas CB1 a CB1 1 tienen, en este ejemplo, longitudes 
que van desde 45 mm hasta 12,5 mm, aproximadamente, y una anchura de 
unos 2 mm. Los electrodos estan distanciados uno de otros alrededor de 0,75 
10 urn. El espesor de una celula basica aislada (como la de la figura 2) es de 
aproximadamente 8 urn; sin embargo, al superponer celulas basicas para 
formar la gufa G en realidad se colocan los electrodos y contactos de cada 
celula directamente sobre el cuerpo de la celula subyacente, como se explicara ; 
al describir el proceso de fabrication, de manera que las celulas basicas 
1 5 apiladas que forman la guia G solo tienen un espesor de unos 40 urn. 

Con estas dimensiones, y superponiendo once celulas basicas como 
en la guia de las figuras 3 y 4, se obtiene una guia portadora G de unos 44 urn 
de espesor, que presenta 32 electrodos en una longitud de unos 25 mm. 
Gracias a estas dimensiones y a la adecuada flexibilidad del slstema 
20 implantable, la gufa puede ser adecuada para un implante destinado' a ser 
insertado entre el ligamento espiral y el endostio coclear, y al mismo tiempo 
presenta un numero elevado de electrodos. 

La figura 5 muestra otra realizaci6n de una celula basica CB' de 
acuerdo con la invenci6n; la celula CB' es similar a la de las figuras 1 y 2 salvo 
25 porque el cuerpo 1 ' de la celula en este caso tiene forma de lanceta. Esta forma 
resulta mas apropiada para la implantation en la coclea de un paciente, pues 
se puede reducir a 0,5 mm la anchura de la guia en la region donde esta va a 
situarse a nivel del ligamento espiral de la c6clea. 

A continuation, antes de describir un ejemplo del proceso de 
30 fabricacibn de una guia G portadora de electrodos, se explicara la estructura y 
los materiales de una celula basica, con referenda de nuevo a las figuras 1 y 2. 

La celula CB presenta una capa base 1 1 , de un material flexible y 
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electricamente aislante, en este caso una poliimida (Pyralin®), aunque se 
podrian utilizar otros materiales como silicona, PTFE (Teflon®), PET (Mylar®), 
polfmeros basados en paraxileno (Parylene®), etc. 

Sobre la capa base 11 se encuentra una capa de metalizaci6n 12, 
5 que incluye los electrodos 2, las pistas conductoras 4 y los contactos 3; algunos 
materiales adecuados para esta capa son el oro, el platino, o una aleaci6n de 
platino con, por ejemplo, un 10% de iridio; esta aleacion tiene una mayor 
resistencia a la corrosion. 

Entre la capa base 1 1 y la capa de metalizacion 12 se Interpone una 
10 fina pellcula (no representada) de tantalo, cromo u otro material adecuado para 
mejorar la adhesion de la capa de metalizacion a la capa base. 

Finalmente, sobre la capa de metalizaci6n se encuentra una capa de 
aislamiento 1 3, del mismo material que la capa base 1 1 , que unicamente deja 
descubiertos los electrodos 2 y los contactos 3. 
1 5 Como ya se ha apuntado, al fabricar la guia G la capa de aislamiento 

13 de la celula basica inferior constituye la capa base 11 de la siguiente celula, 
sobre la que se deposita la capa de metalizacion. 

A continuaci6n se describira de manera esquematica un proceso de 
fabrication de una guia G de acuerdo con una realizaci6n de la invenci6n, con 

20 referenda a las figuras 6 a 1 1. 

(a) En primer lugar, se prepara una oblea sacrificial de silicio 15 
(figura 6), sobre la cual se formara la guia G; la preparaci6n se realiza 
mediante un bano en tricloroetileno, acetona, alcohol y agua, con ultrasonidos 
durante 5 minutos cada uno, aclarado y secado en spinner. 
25 (b) Sobre la oblea 1 5 se deposita una capa base 1 1 de Pyralin® de 4 

|im (figura 7) mediante spinner; a continuaci6n se realizan un curado rapido 
(soft-bake) de 30 minutos a 120°C, para proporcionarle mejores propiedades 
qu i micas y para polimerizarlo parcialmente, y un curado completo a una 
temperatura de 300°C, que proporciona al material las propiedades de alta 
30 resistencia qufmica y mecanica adecuadas para su aplicacion en implantes. 

(c) En la siguiente etapa se repite la limpieza de la oblea, se 
deposita una capa de resina fotosensible mediante spinner, se hace un curado 
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rapido de esta resina (30 minutos a 90°C), se define por fotolitografia la 
geometrfa de los electrodos, pistas y contactos, y se realiza un curado 
completo de la resina a 1 10°C durante 35 minutos. 

(d) Sobre la resina se depositan por sputtering la pelicula de cromo 
5 destinada a favorecer la adhesion, y la capa de metalizacion 12 de platino, de 

unos 200 nm de espesor; a continuacion, por lift-off, disolucion en acetona a 
45°C y con ultrasonidos, se eliminan la resina, el cromo y el platino que se han 
depositado fuera de las zonas de la geometrfa definida por iitofotograffa, de 
manera que sobre la capa base 1 1 quedan definidos (figura 8) los electrodos 2, 
10 contactos 3 y pistas conductoras 4. 

(e) La oblea se limpia nuevamente, como en la primera etapa; se 
realiza una nueva deposici6n de Pyralin mediante spinner, y se hace un curado 
rapido de 30 minutos a 120°C. De este modo se forma una capa de aislamiento 
13 (figura 9) que cubre totalmente la capa de metalizacion; esta capa de 

1 5 aislamiento se deposita con un espesor de 4 jam. 

(f) A continuacion se forman los accesos a los electrodos y 
contactos, a traves del material de la capa de aislamiento 1 3, a base de definir 
las ventanas de acceso con tecnicas fotolitograficas y realizar uni.ataque 
quimico. Se obtiene as! sobre la oblea 15 una celula basica completa(figura 

20 1 0), que se cura de nuevo a 300°C. . . 

Sobre esta primera celula basica, y repitiendo sucesivamente el -/ Y 

Mm » 

proceso desde la etapa (c), se puede irformando una celula basica sobre otra, 
hasta construir la gufa deseada sobre la oblea 15. En la figura 1 1 se muestra, a 

tltulo de ejemplo, una guia formada portres celulas. * 

• • • 

25 Sobre una misma oblea 15 pueden formarse simultaneamente una 

pluralidad de gulas portadoras de electrodos, una junto a otra; en este caso, :"\! 
una vez completada la formacion de las gulas, se pueden obtener las guias 

• • a • 

unitarias por corte de la oblea, por ejemplo mediante un sistema de sierra 
automatica. 

30 En caso de que se fabriquen celulas y gufas con forma de lanceta, 

• ■ 

como la representada en la figura 5, en la etapa (f) del proceso descrito las \\\\\ 

% » • 

ventanas de acceso pueden disenarse de forma que se elimine todo el i.i.i 

♦ • 

« 
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Pyralin® sobrante y se defina ya la forma de lanceta de las guias, que ademas 
quedaran separadas unas de otras sobre la oblea 15; en el caso de celulas 
rectangulares, en cambio, sera necesario proceder al corte de la oblea para 

separar las guias unas de otras. 
5 En ambos casos, la ultima etapa del proceso es la elimination de la 

oblea de silicio, por disolucion en HF-HNO3 (1:1), para obtener las guias 
terminadas. 

Los solicitantes han realizado ensayos sobre celulas basicas y guias 
obtenidas mediante los procesos descritos, con ambas geometrfas (celulas 
10 rectangulares y celulas con forma de lanceta); estos ensayos han confirmado 
las buenas propiedades de flexibilidad, continuidad electrica entre cada 
electrodo y su respectivo contacto, aislamiento entre pistas conductoras y 
adherencia entre capas del producto obtenido. 

La geometria rectangular ha resultado mas adecuada para 

1 5 garantizar el buen aislamiento entre pistas. 

Con respecto al aislamiento, se puede comentar que existen 
distintas posibilidades para la configuration de las pistas conductoras. Por un 
lado, las pistas pueden tener posiciones similares en todas las celulas basicas, 
de modo que las pistas de celulas adyacentes quedan superpuestas entre si; 
20 pero tambien pueden hacerse dos tipos distintos de celulas, colocando las tres 
pistas mas cercanas entre si y ocupando solo una mitad de la celula, y 
superponer celulas alternadamente, de modo que la posici6n de las pistas de 
una celula no coincida con la posici6n de las pistas de las celulas adyacentes. 
Esta solution mejora el aislamiento entre capas, aunque aumenta el peligro de 
25 contacto entre las pistas de una misma celula. 

A pesar de que se ha descrito y representado una realization 
concreta de la presente invention, es evidente que el experto en la materia 
podra introducir variantes y modificaciones, o substituir los detalles por otros 
tecnicamente equivalentes, sin apartarse del ambito de protecci6n definido por 

30 las reivindicaciones adjuntas. 

Por ejemplo, esta claro que los materiales y el numero de electrodos 
de cada celula basica, asi como la disposition de las pistas y la geometria de la 
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celula pueden ser distintos de los representados, de acuerdo 
requerimientos y los criterios biomedicos de cada caso. 
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REIVINDICACIONES 

1. Guia portadora de electrodos, especial mente para implantes 
5 cocleares, alargada y substancialmente plana, que presenta una pluralidad de 

electrodos (2), cada uno conectado a un correspond iente contacto (3) a traves 
de una pista conductora (4), caracterizada por el hecho de que comprende por 

lo menos dos celulas basicas (CB, CB"; CB1, CB2 CB11) superpuestas, 

comprendiendo cada celula una capa base (11) de material electricamente 
10 aislante sobre la que esta dispuesta una capa (12) de material electricamente 
conductor que forma los electrodos (2), las pistas conductoras (4) y los 
contactos (3). 

2. Guia segun la reivindicacion 1 , caracterizada por el hecho de que 
15 cada celula basica (CB.CB'; CB1, CB2 CB11) tiene una longitud menor que 

la de la celula basica (CB.CB'; CB1, CB2 CB11) subyacente. 

3. Guia segun la reivindicacion 2, caracterizada por el hecho de que 
cada celula basica (CB.CB'; CB1, CB2, .... CB11) cubre la celula (CB.CB"; CB1, 

20 CB2, .... CB11) subyacente salvo la zona de los electrodos (2), en un extremo, 
y la zona de los contactos (3), en el extremo opuesto. 

4. Guia segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada 
por el hecho de que cada celula basica (CB.CB'; CB1, CB2 CB11) 

25 comprende una capa de aislamiento (13) dispuesta sobre la capa (12) de 
material electricamente conductor, presentando esta capa de aislamiento (13) 
una aberturas de acceso en correspondencia con cada electrodo (2) y cada 
contacto (3). 

30 5. Guia segun la reivindicacion 4, caracterizada por el hecho de que 
la capa de aislamiento (13) de cada celula (CB,CB'; CB1, CB2, .... CB11) 
constituye la capa base (11) de la celula (CB.CB'; CB1, CB2 CB11) 



15 

superpuesta. 

6. Gufa segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 
caracterizada por el hecho de que al menos algunas de las celulas basicas 

5 (CB.CB'; CB1, CB2, .... CB11) presentan tres electrodos (2), esencialmente 
alineados en la direcci6n longitudinal de la celula. 

7. Gufa segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 
caracterizada por el hecho de que las celulas basicas (CB.CB'; CB1, CB2 

10 CB1 1) tienen una anchura de entre 0,3 y 2,5 mm. 

8. Guia segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 
caracterizada por el hecho de que la capa base (11) de cada celula basica 

.»• 

(CB,CB'; CB1, CB2 CB1 1) tiene un espesor de entre 2 jxm y 5 jam, y la capa 

15 (12) de material electricamente conductor tiene un espesor de entre 0,1- y 0,5 
jam. 

9. Guia segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 
caracterizada por el hecho de que la distancia entre los electrodos (2) de una 
celula basica (CB.CB"; CB1 , CB2, .... CB1 1 ) es de entre 0,25 y 10 urn. 4 

20 4 

10. Guia segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 
caracterizada por el hecho de que las celulas basicas (CB') tienen una anchura 
menor al menos en la parte de su longitud en la que estan dispuestos los 
electrodos (2). 

25 

11. Guia segOn cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 
caracterizada por el hecho de que el material de la capa de base (11) se 
selecciona de entre PTFE, PET, poliimida, silicona, y polimeros basados en 
paraxileno. 

30 

12. Gufa segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 
caracterizada por el hecho de que la capa (12) de material electricamente 
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conductor es de un material seleccionado de entre oro, platino o una aleaci6n 
de platino-iridio. 



13. Gufa segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 
5 caracterizada por el hecho de que cada celula (CB.CB'; CB1, CB2, .... CB11) 

comprende una pellcula de un material para favorecer la adhesi6n, dispuesta 
entre la capa base (11) y la capa (12) de material electricamente conductor. 

14. Implante coclear, caracterizado por el hecho de que comprende 
10 una gufa (G) portadora de electrodos segun cualquiera de las reivindicaciones 

1 a 13. 

15. Procedimiento para la fabricacion de guias portadoras de 
electrodos, caracterizado por el hecho de que comprende una primera etapa de 

15 formacidn de una celula basica (CB.CB'; CB1, CB2 CB11) de al menos una 

guia (G), con las subetapas siguientes: 

(a) preparar una oblea sacrificial (15); 

(b) depositar sobre dicha oblea (15) una capa base (11) de material 

electricamente aislante; 
20 (c) depositar sobre dicha capa (1 1 ) electricamente aislante una capa 

de resina fotosensible y definir por fotolitografia una geometrfa de electrodos 

(2), pistas (4) y contactos (3); 

(d) depositar una capa (12) de material electricamente conductor 
sobre la capa de resina, y a continuation eliminar la resina y el material 

25 electricamente conductor depositados fuera de las zonas de la geometria 

definida por litofotografia; 

(e) depositar una segunda capa (13) de material electricamente 
aislante, cubriendo totalmente la capa (12) de material electricamente 
conductor; y 

30 (f) formar en dicha segunda capa (13) de material electricamente 

aislante unos accesos a los electrodos (2) y a los contactos (3) subyacentes, 
definiendo ventanas de acceso con tecnicas fotolitograficas y realizando un 
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ataque quimico; 

y por el hecho de que las subetapas (c) a (f) se repiten tantas veces 
como celulas basicas (CB.CB 1 ; CB1, CB2, .... CB11) se desean apilar en cada 
gufa (G), y finalmente se elimina dicha oblea sacrificial (15). 

5 

16. Procedimiento segun la relvindicacidn 15, caracterizado por el 
hecho de que sobre la oblea (15) se forman al menos dos gufas (G) portadoras 
de electrodos, y por el hecho de que comprende ademas una etapa de 
separation de las gufas (G) una de otra por corte de la oblea (15). 

10 

17. Procedimiento segun la revindication 15, caracterizado por el 
hecho de que sobre la oblea (15) se forman al menos dos gufas (G) portadoras 
de electrodos, y por el hecho de que en la subetapa (f) se disenan ademas 
ventanas de acceso destinadas a eliminar el material electricamente aislante 

15 existente entre cada dos gufas (G) adyacentes, para definir la forma ade las 
gufas (G) y para que estas queden separadas unas de otras sobre la. oblea 
(15). 

* 

i * 

1 

18. Procedimiento segtin cualquiera de las reivindicaciones 15 a 17, 
20 caracterizado por el hecho de que al menos algunas de las subetapas (b), (c), 

(e) y (f) comprenden procesos de curado del material. 

19. Procedimiento segun cualquiera de las reivindicaciones 15 a 18, 
caracterizado por el hecho de que la subetapa (d) comprende depositar entre la 

25 capa de resina y la capa (12) de material electricamente conductor una pelfcula 
de un material que favorece la adhesi6n. 
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FIG. 7 
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FIG. 9 
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